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(54) Bezeichnung: Halbleitervorrichtung

(57) Hauptanspruch: Halbleitervorrichtung, aufweisend:
eine Grundplatte (10);

ein Gehause (12) auf der Grundplatte (10);

einen Vorsprung (14) auf einer Innenwand des Gehauses
(12); ein Halbleiterelement (18) auf der Grundplatte (10) in
dem Gehause (12);

einen Anschluss (20, 22), welcher vom Vorsprung (14) ge-
halten wird und mit dem Halbleiterelement (18) verbunden
ist; Gel (26), welches in das Gehause (12) injiziert ist; eine
Abdeckung (28), welche an dem Gehause (12) angebracht
ist und das Halbleiterelement (18) und das Gel (26) einkap-
selt; und

eine Stitze (30) mit einem Bodenende, das die Grundplatte
(10) berthrt, und einem Kopfende, das eine untere Oberfla-
che der Abdeckung (28) berlihrt, wobei die Stiitze (30) die
Abdeckung (28) am Geh&duse (12) befestigt,

wobei eine kopfseitige Oberflache des Vorsprungs (14) ge-
trennt von der unteren Oberflache der Abdeckung (28) ist,
wobei eine kopfseitige Oberflache des Vorsprungs (14) ober-
halb der kopfseitigen Oberflache des Gels (26) neben dem
Vorsprung (14) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrich-
tung, bei der das Innere eines Gehduses mit Gel ge-
fallt und durch eine Abdeckung verkapselt ist, und
insbesondere eine Halbleitervorrichtung, welche es
ermdglicht zu verhindern, dass das Silikongel nach
oben zur Kopfseite der Abdeckung kriecht.

[0002] Um lIsolationseigenschaften zu gewahrleis-
ten, wird eine Halbleitervorrichtung verwendet, wel-
che durch Anbringung eines Halbleiterelements in ei-
nem Gehduse, dessen Inneres mit Gel gefillt und
durch einen Deckel abgekapselt ist, konfiguriert (sie-
he JP 2004- 103 936 A).

[0003] US 6 787 893 B2 offenbart eine Halbleitervor-
richtung in einem Geh&ause. Letzteres ist nach oben
offen und mit einer Abdeckung verschlossen. Im In-
neren des Gehauses befindet sich ein Abdichtharz,
welches jedoch nicht bis zur Abdeckung reicht, um ei-
nen Austritt des Abdeckmaterials infolge thermischer
Ausdehnung zu vermeiden.

[0004] EP 1 768 182 A2 beschreibt ein Leistungs-
halbleitermodul mit einer Uberstromschutzeinrich-
tung. Das Modul besteht aus einem Gehéuse, wel-
ches mit seiner Seitenwand auf einem Substrat auf-
liegt. Das Substrat trégt auf seiner Oberflache Halb-
leitervorrichtungen.

[0005] EP 1 494 278 A1 beschreibt ein elektroni-
sches Leistungsmodul mit einer Gummidichtung. Die
ringfdrmige Gummidichtung umschlie3t einen Raum
zwischen Kiuhlelementen, in dem eine Halbleitervor-
richtung mit einer Vergussmasse vergossen ist. So-
fern sich die Vergussmasse infolge einer Erwarmung
ausdehnt, kann sie durch eine horizontale Grenzfla-
che zwischen der Gummidichtung und den Kuhlkér-
pern nach auf’en austreten. Dies versucht man bei
der beschriebenen Vorrichtung dadurch zu vermei-
den, dass zwei Kuihlelemente oberhalb und unterhalb
der Halbleitervorrichtung vorhanden sind, von denen
man sich eine ausreichende Kuhlung erhofft.

[0006] DE 33 08 720 A1 beschreibt ein Halblei-
terbauelement mit scheibenférmigem Gehéause. Ein
Halbleiterkdrper befindet sich zwischen zwei An-
schlusskorpern und ist von einem elastischen Ring
umgeben, der unter Druck an Dichtfldchen der An-
schlusskérper anliegt, so dass der Halbleiterkdrper
gegen das Eindringen von Vergussmasse geschutzt
ist.

[0007] Des Weiteren zeigen die
DE 10 2008 051 560 A1, US 5 646 445 A und die
JP S63-164 345 A gehauste Halbleiterbauelemente.

[0008] Es existiert das Problem, dass, wenn das Gel
gehartet wird, es aufgrund der Kapillarkrafte durch
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einen Spalt zwischen dem Gehduse und der Ab-
deckung nach oben zur Kopfseite der Abdeckung
kriecht.

[0009] Im Hinblick auf die vorstehend erwahnten
Probleme ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine
Halbleitervorrichtung anzugeben, welche es ermdg-
licht zu verhindern, dass das Silikongel nach oben zur
Kopfseite der Abdeckung kriecht.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Halbleitervor-
richtung gemaly den unabhangigen Anspriichen 1
und 3 geldst. Bevorzugte Ausgestaltungen sind in
den Unteranspriichen angegeben.

[0011] Die Erfindung erméglicht es zu verhindern,
dass das Silikongel nach oben zur Kopfseite der Ab-
deckung kriecht.

[0012] Andere und weitere Aufgaben, Merkmale und
Vorteile der Erfindung gehen vollstédndiger aus der
folgenden Beschreibung hervor.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, welche eine
Halbleitervorrichtung gemaf einer ersten Aus-
fuhrungsform veranschaulicht.

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, welche
das Innere eines Gehauses der in Fig. 1 gezeig-
ten Halbleitervorrichtung veranschaulicht.

Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, welche
eine Situation veranschaulicht, in der ein An-
schluss an dem in Fig. 1 gezeigten Gehause an-
gebracht wird.

Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, welche eine
Halbleitervorrichtung gemaf einem Vergleichs-
beispiel veranschaulicht.

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, welche ein
modifiziertes Beispiel der Halbleitervorrichtung
der ersten Ausflihrungsform veranschaulicht.

Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che die untere Oberflache der Abdeckung der
in Fig. 5 gezeigten Halbleitervorrichtung veran-
schaulicht.

Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, welche eine
Halbleitervorrichtung gemaf einer zweiten Aus-
fuhrungsform veranschaulicht.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausfiihrungsformen

[0013] Eine Halbleitervorrichtung gemafl den Aus-
fihrungsformen der Erfindung wird mit Bezug auf die
Zeichnungen beschrieben. Die gleichen Komponen-
ten werden durch die gleichen Symbole gekennzeich-
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net und die Wiederholung ihrer Beschreibung wird
ausgelassen.

Erste Ausfiihrungsform

[0014] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
ne Halbleitervorrichtung gemaf einer ersten Ausfih-
rungsform veranschaulicht. Fig. 2 ist eine perspektivi-
sche Ansicht, welche das Innere eines Gehauses der
in Fig. 1 gezeigten Halbleitervorrichtung veranschau-
licht. Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, welche
eine Situation veranschaulicht, in der ein Anschluss
andem in Fig. 1 gezeigten Gehause angebracht wird.

[0015] Ein Muttergehduse bzw. Hauptgehause 12 ist
auf einer Grundplatte 10 vorhanden. Ein Vorsprung
14 ist auf einer Innenwand des Muttergehduses 12
vorhanden. In dem Muttergehduse 12 ist ein Halb-
leiterelement 18 mittels eines isolierenden Substrats
16 auf der Grundplatte 10 bereitgestellt bzw. ange-
bracht.

[0016] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, kdnnen ein Ste-
cker 20 oder ein Anschlussstift und Schraubblock-
anschluss bzw. eine Schraubblockklemme 22 frei in
den Vorsprung 14, der auf der Innenwand des Mut-
tergehduses 12 ausgebildet ist, eingeschoben wer-
den. Der Vorsprung 14 halt den Stecker 20 und die
Schraubblockklemme 22. Der Stecker 20 und die
Schraubblockklemme 22 sind Uber Drahte 24 mit
dem Halbleiterelement 18 verbunden. Das Innere des
Muttergehauses 12 ist mit Silikongel 26 gefillt. Eine
Abdeckung 28 ist an dem Muttergehduse 12 ange-
bracht. Die Abdeckung 28 kapselt das Halbleiterele-
ment 18 und das Silikongel 26 ein.

[0017] Dartber hinaus ist eine Stitze 30 im Mut-
tergehduse 12 geman dieser Ausfihrungsform vor-
handen. Das Bodenende der Stitze 30 berlhrt die
Grundplatte 10 und das kopfseitige Ende der Stltze
30 berthrt die untere Oberflache (innere Oberflache
des Gehauses) der Abdeckung 28. Die Stitze 30 be-
festigt die Abdeckung 28 am Muttergehduse 12. Die
kopfseitige Oberflache bzw. Deckflache des Mutter-
gehauses 12 ist zu der kopfseitigen Oberflache der
Abdeckung 28 ausgerichtet und die kopfseitige Ober-
flache des Vorsprungs 14 ist von der unteren Ober-
flache der Abdeckung 28 in diesem Zustand getrennt.
Um die Herstellung und den Zusammenbau zu er-
leichtern, ist die Stiitze 30 vorzugsweise an der unte-
ren Oberflache der Abdeckung 28 befestigt oder ein-
stlickig mit dieser ausgebildet.

[0018] Effekte der vorliegenden Ausfihrungsform
werden in Bezug auf ein Vergleichsbeispiel beschrie-
ben. Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
ne Halbleitervorrichtung gemafl einem Vergleichs-
beispiel veranschaulicht. In dem Vergleichsbeispiel
stlitzt der Vorsprung 14 auf der Innenwand des Mut-
tergehauses 12 die Bodenoberflache der Abdeckung
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28. Deshalb kriecht das Silikongel 26, wenn es aus-
hartet, nach oben zur Kopfseite der Abdeckung 28,
indem es aufgrund von Kapillarkraften durch den
Spalt zwischen der kopfseitigen Oberflache des Vor-
sprungs 14 und der unteren Oberflache der Abde-
ckung 28 und den Spalt zwischen der Innenwand des
Muttergehduses 12 und der AuRenwand der Abde-
ckung 28 tritt.

[0019] Andererseits ist gemal der vorliegenden
Ausflhrungsform der Kontaktteil zwischen dem Mut-
tergehause 12 und der Abdeckung 28 von der kopf-
seitigen Oberflache des Silikongels 26 getrennt. Ein
Zwischenraum 32 zwischen der kopfseitigen Oberfla-
che des Vorsprungs 14 und der unteren Oberflache
der Abdeckung 28 stellt einen Rickhalteabschnitt fir
das Gel dar. Dies verhindert, dass das Silikongel 26
nach oben zur Kopfseite der Abdeckung 28 kriecht.

[0020] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, welche
ein Modifikationsbeispiel einer Halbleitervorrichtung
gemal der ersten Ausflihrungsform zeigt. Fig. 6
ist eine perspektivische Ansicht, welche die untere
Oberseite der Abdeckung der Halbleitervorrichtung,
die in Fig. 5 gezeigt ist, veranschaulicht. Um die Stit-
ze 30 herum ist eine Wand 34 auf der unteren Ober-
flache der Abdeckung 28 von der Stiitze 30 getrennt
vorhanden. Selbst wenn das Silikongel 26, das die
Stitze 30 entlang nach oben kriecht, die untere Ober-
flache der Abdeckung 28 erreicht, bewegt sich das
Silikongel 26 entlang der Wand 34 und fallt nach un-
ten. Dies gewahrleistet weiter, dass verhindert wird,
dass das Silikongel 26 nach oben zur Kopfseite der
Abdeckung 28 kriecht.

Zweite Ausfuhrungsform

[0021] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
ne Halbleitervorrichtung gemaf einer zweiten Aus-
fuhrungsform zeigt. Bei dieser Ausflihrungsform ist
eine Gummidichtung 36 anstelle der Stltze 30 der
ersten Ausfiihrungsform vorhanden. Die Gummidich-
tung 36 fullt den Spalt zwischen der Innenwand des
Muttergehduses 12 und der AuRenwand der Abde-
ckung 28 und befestigt auch die Abdeckung 28 an
dem Muttergehduse 12. Dies kann verhindern, dass
das Silikongel 26 nach oben zur Kopfseite der Abde-
ckung 28 kriecht.

[0022] Dariber hinaus ist, wenn die Abdeckung 28
am Muttergehduse 12 durch die Gummidichtung 36
befestigt ist, die kopfseitige Oberflache des Vor-
sprungs 14 vorzugsweise getrennt von der unteren
Oberflache der Abdeckung 28. Dies gewahrleistet
weiter, dass verhindert wird, dass das Silikongel 26
nach oben zur Kopfseite der Abdeckung 28 kriecht.
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[0023] Der gleiche Effekt wird ungeachtet der Tatsa-
che erhalten, ob die Gummidichtung 36 an der Abde-
ckung 28 oder dem Muttergehduse 12 angebracht ist.

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, aufweisend:
eine Grundplatte (10);
ein Gehause (12) auf der Grundplatte (10);
einen Vorsprung (14) auf einer Innenwand des Ge-
hduses (12); ein Halbleiterelement (18) auf der
Grundplatte (10) in dem Gehause (12);
einen Anschluss (20, 22), welcher vom Vorsprung
(14) gehalten wird und mit dem Halbleiterelement
(18) verbunden ist; Gel (26), welches in das Gehaduse
(12) injiziert ist; eine Abdeckung (28), welche an dem
Gehause (12) angebracht ist und das Halbleiterele-
ment (18) und das Gel (26) einkapselt; und
eine Stltze (30) mit einem Bodenende, das die
Grundplatte (10) berihrt, und einem Kopfende, das
eine untere Oberflache der Abdeckung (28) bertihrt,
wobei die Stitze (30) die Abdeckung (28) am Gehau-
se (12) befestigt,
wobei eine kopfseitige Oberflache des Vorsprungs
(14) getrennt von der unteren Oberflache der Abde-
ckung (28) ist,
wobei eine kopfseitige Oberflache des Vorsprungs
(14) oberhalb der kopfseitigen Oberflache des Gels
(26) neben dem Vorsprung (14) angeordnet ist.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, weiter
aufweisend eine Wand (34) auf der unteren Oberfla-
che der Abdeckung (28) getrennt von der Stitze (30)
um die Stutze (30) herum.

3. Halbleitervorrichtung, aufweisend:
eine Grundplatte (10);
ein Gehause (12) auf der Grundplatte (10);
ein Halbleiterelement (18) auf der Grundplatte (10) in
dem Gehause (12);
Gel (26), das in das Gehduse (12) injiziert ist;
eine Abdeckung (28), welche an dem Gehause (12)
angebracht ist und das Halbleiterelement (18) und
das Gel (26) einkapselt;
eine Gummidichtung (36), welche einen Spalt zwi-
schen einer Innenwand des Gehauses (12) und einer
auleren Wand der Abdeckung (28) flllt und die Ab-
deckung (28) am Gehause (12) befestigt
einen Vorsprung (14) auf einer Innenwand des Ge-
hauses (12); und einen Anschluss (20, 22), welcher
vom Vorsprung (14) gehalten wird und mit dem Halb-
leiterelement (18) verbunden ist, wobei eine kopfsei-
tige Oberflache des Vorsprungs (14) getrennt von ei-
ner unteren Oberflache der Abdeckung (28) ist,
wobei eine kopfseitige Oberflache des Vorsprungs
(14) oberhalb der kopfseitigen Oberflache des Gels
(26) neben dem Vorsprung (14) angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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FIG. 2
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FIG. 3
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FIG. 4
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FIG. 6
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